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摘 要

中文摘要 本論文主要以射頻磁控濺鍍法沉積金屬和導電氧化物( RuTi、IrO2 ) 之薄膜，探討其對於當做鈦酸鍶鋇電極之適

用性。 我們利用不同金屬靶材釕和鈦，濺鍍沉積其合金。在沉積薄膜的過程中，主要以改變濺鍍功率所沉積得到的不同比

例的釕-鈦合金，去探討不同成份合金熱處理前後膜的性質變化。發現在一定比例的釕-鈦合金，經過高溫製程以後仍然維

持其一定的電阻率。而膜的表面平坦度在熱處理前後並無多大改變，也無剝落的情形，顯示其有良好的附著性。 其次，本

論文同時探討以反應式射頻濺鍍沉積氧化銥薄膜的特性。我們藉由不同濺鍍氣體比例這一項沉基參數，討論氧化銥薄膜薄

膜沉積的速度、電阻率、結晶特性、表面平坦度。然後再改變基板溫度，探討溫度對於氧化銥薄膜薄的電阻率和表面平坦

度的影響。我們發現氬氣所佔比例較高的時候沉積速率較快，電阻率較低且膜的表面平整。相反的，當薄膜在低氬氣量的

環境下沉積時，沉積速率變慢，電阻率升高且膜的表面粗糙。而基板溫度的改變則對於電阻率的降低有所影響，隨著基板

溫度的增加，相對的電阻率降低。 最後將鈦酸鍶鋇沉積在薄膜上，經高溫處理後，量測其電特性，以評估其是否適合做為

鈦酸鍶鋇之電極。
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